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﻿一種氮化鎵高電子移動率電晶體，用以解決習知氮化鎵高電
子移動率電晶體為抑制扭結效應而增加製造成本及功率消耗
的問題。係包含：一基板；一緩衝層，位於該基板上；一阻
擋層，疊層於該緩衝層上，該阻擋層是p型半導體或寬能隙材
料；一通道層，疊層於該阻擋層上；及一供應層，疊層於該
通道層上，一閘極位於該供應層上，一源極及一汲極分別電
連接該通道層及該供應層。
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